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【はじめに】単結晶 SiGe は Si に比べて光吸収係数が大きく、吸収波長域が長波長側に伸びるた

め、特に多接合型太陽電池のボトムセルとして応用が期待される[1]。我々は、SiH4と F2 との気相

反応を利用した反応性（熱）CVD 法[2]において GeH4を加えることで、単結晶 SiGe 薄膜の低温高

速エピタキシャル成長に成功した[3]。今回は、その SiGe 薄膜にアモルファス Si(a-Si:H)を積層す

ることでヘテロ接合型の太陽電池を作製し、その特性を評価した。 

【実験】温度600℃～400℃に加熱した単結晶(100)SiまたはGe基板上でSiH4、GeH4とF2ガスを反応

させ、厚さ1.2～5.2µm、Ge組成(x)が0～1のアンドープ単結晶Si1-xGex膜を成長した。また、一部の

試料では転位密度低減のため、厚さ1～1.5µmの組成傾斜等バッファ層を挿入した。ここで、それ

ぞれのガス流量は順に20～10sccm、0～3.5sccm、10sccmとし、希釈用のAr流量を約180sccm、反応

室内圧力を約0.8Torrとした。太陽電池の作製は、PECVD 法でi 型a-Si:H層、n+型a-Si:H 層を順次

堆積し、表面および裏面電極にはITO/AgとAl を用いた。 

【結果】SiGe 膜の組成は GeH4/SiH4流量比に応じて変化し、堆積速度は 0.7～2.9nm/s であった。

Si 膜中では高濃度の酸素および金属不純物が検出されたが、Ge および Ge 組成の大きい SiGe 膜中

では、酸素は 1017cm-3 台以下、金属不純物はほぼ SIMS の検出限界以下であった。図１に、 

SiGe ヘテロ太陽電池の外部量子効率スペクトルを示す。Si0.5Ge0.5膜では約 1200nm、Si0.2Ge0.8膜で

は約 1450nm の波長まで応答が伸びていることがわかる。 
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図１．Si または Ge 基板上に成長した各種組成 SiGe

ヘテロ接合太陽電池の外部量子効率スペクトル． 
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